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Siemens Transistor BU110 Datasheet

BU 110

NPN-Leistungsschalt-Transistor
fur Fernseh-Horizontal-Ablenk-Endstufen

BU 110 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Hochstromschalttransistor im
Gehause 3A 2 DIN 41872 (TQ-3). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch ver-
bunden. Der Transistor ist besonders fir den Einsatz in Horizontal-Ablenk- Endstufen
nach dem Pumptransistorprinzip gesignet.
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Gewicht etwa 16.5 g hake in mm Glimmerscheibe
Grenzdaten
Kollektor-Emitterspannung Uecen 180 W
Kollektor- Basisspannung Ucps 330 W
Emitter- Basisspannung Ugna 6 v
Kollektarspitzenstrom Ie tnax 8 A
Basisspitzenstrom Tg max 2.5 A
Sperrschichttamperatur [ 150 *C
Lagertermperatur Ty 150 “C
Gesamtverlustleistung (T = 75°C) Prat 25 W
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Transistorgehuse Fenaa | =3 | grd f'W

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



Siemens Transistor BU110 Datasheet
BU110

Statische Kenndaten (7, = 256°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Tepo = 20 mA) Utan) ceo = 160 W

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(Teps = 1 mA) Uiariens = 330 W

Kollektor-Emitter- Reststrom

(Uegs = 330 V: Ty =150°C) Tees <16 m,

Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung

(I =B6A Iz =075 A) ek gar =15 v

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic =B A Iy =075 A) . =15 W

Statische Stromverstarkung

{I¢=5AZUcf=1,5V} 8 = 8

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Transitfraquenz

(Ic = 200 mA; Uge 10 V) fr 15 MHz

Schaltzeit

(Ie =6 A; Igy =Tpa =1 A Ugg =12 V) I 1 s
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